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Materialele semimetalice sunt substantele cu insurile electronice dintre semiconductori si metale. Firele
de Bismut-Stibium in izolatie de sticla sunt pe larg cercetate datoritda proprietilor acestora termoelectrice
deosebite. Pentru obtinerea acestor fire se utilizeaza metoda Ulitovschi,fiind una dintre cele mai efective. La
cercetarea ulterioara se foloseste dispozitul de intidere al acestor fire, care permite in tiderea §i masurarea
treptatd a rezistentei acestora pentru a observa momentul  trecerii materialului din starea semimetalicd in
cea semiconductoare. Aceatd tranzifie se obtine doar prin intidere,fara schimbarea comporzitiei aliajului.

Semimetale,semiconductori,fire,bismut,stibium,Ulitovschi.

1. Introducere

Semimetalele sunt substantele care dupa insusirilelor electronice ocupa locul de mijloc intre materialele
metalice si cele semiconductoare.Concentratia purtatorilor de sarcind in materialele semimetalice este de
ordinul 10" (cm™®), pe cind in semiconductori concentratia purtatorilor de sarcini este de ordinul 102 — 10
(cm™®), iar in metale 10** (cm™).

Din materiale semimetalice fac parte Bi si Sb. Intre aceste doud material exista solutii solide pe tot
intervalul de concentratii a Sb in Bi.

Daca vom adduga Sb in Bi prin metode de sinteza, atunci se observa céd aliajele de Bi+Sb pind la
concentratia de Sb egald cu 7% atomare Sb au insusiri semimetalice. Insa daca marim concentratia de Sb mai
departe aliajul capata insusiri semiconductoare pind cind concentratia Sb devine egala cu 22% atomare Sb.
Adaugarea in continuare a Sb preface aliajul Bi+Sb din nou in material cu insusiri semimetalice si se
pastreaza aceasta insusire pina aliajul capata Sb in proportie de 100%.

In intervalul aliajului cu insusiri semiconductoare, latimea benzii energetic interzise devine maximal
pentru Bi-12%Sb.

Materialele BiSb sub forma de fire subtiri in izolatie de sticld au insusiri termoelectrice cu factorul de
putere inalt, din aceastd cauza aceste material sint detailat cercetate. Ca rezultat a acestor cercetari a fost
depistatd o anumita regiune a acestui aliaj unde are loc tranzactia aliajului cu insugiri semiconductoare la
intindere elastica, 1n aliaj cu Insusiri semimetalice, fara a schimba compozitia aliajului.

2. Metoda Ulitovschi

Unul dintre cele mai cunoscute si utilizate in productie procedee de obtinere a microfirelor in izolatie de
sticla este procedeul Ulitovschi. Toate procedeele déja cunoscute de obtinere a microfirelor in izolatie de
sticla au una si aceeasi metoda de extindere a firului de metal topit prin brosarea in masa a materialului
izolator.

Metoda lui Ulitovschi foloseste un procedeu perfectionat de topire a metalului in interiorul invelisului de
sticla, prin incalzirea in dispozitivul unui inductor de frecventd naltid. Sub actiunea cimpului magnetic,
curentii Fuco topesc metalul in forma de picatura, care prin ridicarea temperaturii inmoaie invelisul de sticla.
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Fig. 1. Dispozitivul pentru intinderea microconductorului dupa metoda lui Ulitovschi

3. Dispozitivul deintindere a fibrelor inizolatie de sticla
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Fig.2. a) Shema dispozitivului de intindere a fibrelor inizolatie de sticla; b) dispozitivul de fixare a
probei.

La cercetarea firelor sub actiunea intinderii elastic fibra a fost fixatd pe un inel de bronz de beriliu cu
diametrul-~ 5 mm. Doua suprafete de contact din textolit de sticla acoperit cu o folie de cupru cu
dimensiunile 2*1*0,5 mm fixate pe inel la distanta de 2-3 mm una fatd de alta au servit in calitate de
suprafete de contact pe care a fost intdritd proba si sursa de caldurd pentru crearea gradientului de
temperaturad la masurarea fortei termoelectromotoare. Contactul a fost creat cu ajutorul materialului de lipit
usor fuzibil si nemijlocit in apropierea lui fibra a fost bine lipitd cu o picatura (d=0,5mm) de clei epoxidic.
Toata constructia — inelulul din bronz de beril cu o proba a fost introdusa in dispozitivul de fixare. Un capat



al inelului a fost fixat imobil, iar al doilea se unea cu partea mobild care se intinde. in prealabil a fost
efectuata gradarea inelului ce se intinde fata de forta aplicata. Constructia datd permitea intinderea lenta a
probei pina la 2-3% 1n raport cu alungirea in diapazonul de temperaturi 2-300 K.

4. Partea experimentala.

In continuare au fost cercetate fire in izolatie de sticla din aliajul BiSb cu 7,5% atomare Sb la intinderea
elastica.

Acest aliaj are finsusiri semiconductoare, dupa cum se vede in figura 3 rezistenta electrica
relativa #{T)/#0 se micsoreaza cu cresterea temperaturii ({ = 0.01).
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Fig.3. Dependenta rezistentei electrice relative g(T)/#0 de temperatura T ({ = 0.01).

intinderea elasticd duce la tranzactia aliajului in stare semimetalicd, cum se vede in figura 4 rezistenta
electric relativad (T} /#0 se mareste cu cresterea temperaturii ({ = 0.015).
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Fig.4. Dependenta rezistentei electrice relative g{T)/#0 de temperaturd T ({ = 0.015).



In figura 5 sunt prezentate rezultatele masurdrii rezistentei electrice relative £(T)/#0 a firului de BiSb
in functie de intinderea elastica relativa .
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Fig.5. Dependenta rezistentei electrice relative g2(T)/#0 de intinderea elastica relativa ¢.

Cum se vede din figura 5 rezistenta electric relativa a firului de BiSb cu intinderea elastic pina la
¢ = 0,013 se micsoreaza (pozitia 1), iar apoi ramine constant pind la atingerea intinderii plastice, circa
¢ = 0,03 (pozitia 2).

Prin urmare, in intervalul de marimi a intinderii elastice relative de la { = 0 pina la circa { = 0,013 a
firului de BiSb insusirile lui caracterizeazd un semiconductor, iar in intervalul de ¢ = 0,013 — 0,03 —
rezistenta lui caracterizeaza insusirile semimetalelor.

Concluzii

Cu procedeul revendicat pot fi obtinute aliaje semimetalice de BiSb din intervalul de concentratii a
semiconductorilor care la intinderea elastica pot trece din stareas emiconductoare in starea semimetalica fara
schimbarea compozitiei aliajului.
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